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| DATOS GENERALES

Nombre del Curso

Diseino de Microcircuitos para Comunicaciones

Justificacion

La importancia de conocer los pasos de disefio micro y nanométrico involucrados
durante el analisis tedrico, modelado, simulacion y realizacion del patrén
geomeétrico con el fin de obtener amplificadores en las etapas de recepcion y
transmision para sistemas de comunicacion de radiofrecuencia (RF) en un chip
son de suma importancia ya que permite obtener mejores perspectivas en las
limitaciones y bondades en el disefio de los circuitos integrados para aplicaciones
en alta frecuencia donde se consideran la disminucion tecnologica CMOS, los
efectos parasitos en cualquier tipo de conexion, el ahorro en consumo de potencia
y velocidad de operacion. Actualmente, los circuitos integrados avanzados tienen
infinidad de aplicaciones que benefician al sector social e industrial. En ese
sentido es necesario que los estudiantes se actualicen y se desarrollen en el
disefio de circuitos integrados analdgicos avanzados con el objeto de conocer,
crear y proponer circuitos integrados analégicos para RF y a su vez tenga la
habilidad del manejo de equipos sofisticados. Dentro del area disciplinaria de este
Programa de Maestria en Ciencias, esta Experiencia Educativa toma un papel
importante ya que le proporciona al estudiante los conocimientos necesarios para
disefar, fabricar y medir amplificadores de recepcion y transmisién en circuitos
integrados avanzados para sistemas de RF. Esta Experiencia Educativa presenta
al estudiante una especializacion en una de las grandes ramas de desarrollo de
este posgrado, que es, la micro y nanotecnologia.

| OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

El objetivo de esta Experiencia Educativa es presentar al estudiante definiciones y
términos para el disefio de micro y nanocircuitos en sistemas de comunicaciones
para radiofrecuencia que consiste en el aprendizaje de las herramientas
matematicas necesarias para ser empleadas en el desarrollo del analisis tedrico,
modelado, simulacion, realizacion de layouts e interpretacion de los resultados de
caracterizacion con el fin de proponer e implementar amplificadores de recepcion y
transmision usados en comunicaciones de RF basados en las tecnologias de
proceso de fabricacion micro, submicro y nanométricas CMOS. Ademas conocer
los topicos practicos de los métodos de calibracion de los analizadores de redes.




| UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
Introduccion y Terminologia Basica

Objetivos particulares
En esta unidad, el objetivo es que el estudiante aprenda conceptos basicos y
consideraciones planteadas acerca de los circuitos no lineales. Ademas, que como
disefiador analogico aprendera suficiente definiciones y palabras claves que son
usadas para caracterizar el comportamiento no lineal de circuitos analégicos en el
dominio de la frecuencia.

Temas

1.1 Sistemas de Comunicaciones

1.2 Esquemas de transmision y recepcion
1.3 Respuesta a la frecuencia

1.4 Figura de Ruido

1.5 Distorsion arménica

1.6 Puntos de compresion

1.7 Productos de intermodulacion

UNIDAD 2
Analisis de Redes

Objetivos particulares
El objetivo de esta unidad es proporcionar al estudiante las herramientas
matematicas necesarias para la interpretacion de resultados del modelado,
simulacién y caracterizacion a través de la teoria de redes de 2 puertos. Por lo que
el alumno aprendera y desarrollara representaciones teodricas basandose en la
definicion de los diferentes tipos de parametros y la conversion entre ellos
tomando la teoria de puertos como base.

Temas

2.1 La carta de Smith y graficas polares
2.2 Parametros de dispersion
2.3 Parametros de transferencia
2.4 Parametros Zy Y
2.5 Parametros ABCD
2.6 Transformaciones de red-Pi y red-T




UNIDAD 3

Amplificadores de Recepcion

Objetivos particulares

El objetivo inicia con la descripcidon de las consideraciones generales para el
disefio de amplificadores de recepcion tomando en cuenta las técnicas de
integracion en tecnologias micro, submicro y nanométricas continuando con la
descripcion de conceptos generales como acoplamiento de entrada y estabilidad.
Se estudiara el disefo y las diferentes tipos de amplificadores CMOS.

Temas

3.1 Consideraciones generales

3.2 Acoplamientos

3.3 Modelo del inductor para radio frecuencia

3.4 Modelo del transistor MOS para radio frecuencia
3.5 Amplificador de banda ancha

3.5 Amplificador de alta frecuencia y sintonizados
3.7 Amplificador de bajo ruido (LNA)

UNIDAD 4

Amplificadores de Potencia (PA)

Objetivos particulares

El objetivo de este capitulo es proporcionar al estudiante una comprensién de los
objetivos y desafios en el disefio de un PA, particularmente en aplicaciones
portatiles, continuando con las consideraciones de la metodologia de disefio y la
descripcion de los PA’s clases A, B, C y D. Ademas, se estudiaran las topologias
PA’s de alta eficiencia clase E y F. Finalizando con las técnicas de linealidad.

Temas

4.1 Consideraciones generales
4.2 PA lineales y no lineales
43 PAclase AyB

4.4 PA clase C

4.5 PA clase D

4.6 PA clase E

4.7 PA clase F

4.8 Técnicas de linealidad




UNIDAD 5
Mediciones en Alta Frecuencia

Objetivos particulares
El aprendizaje del estudiante en esta unidad es conocer y aprender las
descripciones de los analizadores de redes de puertos y el manejo de ellos.
Seguido de comprender las técnicas de calibracion, estructuras de prueba y
desincrustamiento para el interpretar los resultados experimentales.

Temas

5.1 Analizadores: estaticos y vectoriales
5.2 Analizador de redes vectorial (VNA)
5.3 Técnicas de calibracion de un VNA
5.4 Estructuras de prueba
5.5 Desincrustamiento
5.6 Analisis de mediciones.

TECNICAS DIDACTICAS Y ASPECTOS METODOLOGICOS
Exposiciones del maestro (tedricas y practicas) Trabajo individual o en grupo
(dinamicas grupales) Resolucion de problemas individualmente y en equipo
Disefio de Actividades de ensehanza-aprendizaje de contenidos matematicos:
resolucion de diversas situaciones problematicas, formulacion de conjeturas,
razonamiento. Trabajos extra-clase (Investigaciones documentales y reportes
técnicos de practicas) Tipos de asesoria (presencial y virtual).

| EQUIPO NECESARIO

Aula equipada con: pizarron, mesas duplex, sillas, escritorio con silla,
computadora con proyector digital [cafion] y conexion a internet, pantalla,
marcador y borrador, marcador laser, biblioteca con ejemplares de los textos
sefalados en la bibliografia y en casos especificos videograbadora.
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REFERENCIAS ELECTRONICAS (Ultima fecha de acceso:)

http://www.ieee.org/portal/site

http://www.mosis.com/
http://www.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/
http://www.te.rl.ac.uk/europractice com/
http://www.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/
http://www.lowpower.org/Repository/esdlpd/ CRAFT/d21.pdf
http://legwww.epfl.ch/ekv/index.html
http://www.home.agilent.com/agilent/

 Otros Materiales de Consulta:

Publicaciones IEEE
Copias selectivas de articulos en revistas y notas

| EVALUACION

SUMATIVA
Concepto Porcentaje
Examen final 20%
Examen sorpresa 20%
Forma de Proyecto final 20%
Evaluacion Investigacion documental 20%
Practicas y problemas 20%
Total 100%




